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Ciezar okolo 0,4 G

Tranzystor germanowy AF515 w obudowie metalowej TO-18, malej mocy, wielkiej czestotli-

woscl, konstrukcji mesa jest wykonany technologia dyfuzyjna. Wyprowadzenia tranzystora sa
izolowane elektrycznie od obudowy.

Tranzystor AF515 jest przeznaczony do stosowania w ukladach wzmacniajacych i generacyjnych
w.cz. W telemetrii 1 automatyce.

Typ wycofany z produkcji ‘

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-baza —Ucno | 25 \%
Napigcie kolektor-emiter —Ucko | 15 \Y
Napigcie emiter-baza =tin | 0,5 LV
Prad kolektora — I " 10 mA
Temperatura zlacza 3 90 | °C
Temperatura skladowania . =350+ 75 i °C
Moc strat kolektora (7,,., = 25°C) P, 50 . mW
Opornos¢ termiczna
— zlacze kolektora-powietrze Rinci—ay | =Z 1300 | deg/W
Parametry statyczne (f,., = 25°C)
Prad wsteczny kolektor-baza |
PrZy _'UC'B = 6 Y _'ICBH . 2{:5::; 10) [..LA
Prad wsteczny kolektor-baza
przy —Ucpg =6 V, (tampy = T70°C) —{cro - S0(== 450) i LA
Napigcie przebicia kolektor-baza |
PTZy —Icﬂg = 100 E.LA e U[’ER}L'BD | 35 {}; 25} 'r A4
Napigcie przebicia kolektor-emiter f
przy —Icgo = 100 pA —U¢sriceo | 25(= 1)) A4
Napiecie przebicia emiter-baza | |
przy —Igpo = 100 pA — U¢sr)ERO - 1(=0,5) v
Parametry dynamiczne (7,,, = 25°C)
Czgstotliwosé przenoszenia ' |
przy —Uce =6V, —I. = 2 mA, |' i
f, = 100 MHz Fr | 200(=150) | MHz



Tranzystor
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Wspolczynnik wzmocnienia pradowego |
Przy —Uceg =6 V, —I: = 2 mA,
fo =1 kHz | hzie | 20(=10)

Pojemnosé¢ kolektora
przy —Ucp =6 V, I = 0,
f, =5 MHz o 1 (=< 3) | pF

Stala czasu obwodu sprzezenia zwrotnego
przy —Ucp =6V, Iz = 2 mA,

f;'-' =3 MHz Yo * Co 10(% 60) Ps
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Prad kolektora I = f(I,): Prad kolektora I = f(Ugg);
—Ucg=35YV —Ueceg =35V
(Uklad wspolnego emitera) (Uklad wspodlnego emitera)
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Charakterystyka wyjsciowa
Ic = f(Ucg);  Ip = parametr
(Uktad wspolnego emitera)
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Charakterystyka wyjsciowa
Ic = f(Ucn); Ig = parametr

(Uklad wspdinej bazy)
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Charakterystyka wyjsciowa
Ic = f(Ucg); Ugpe = parametr

(Uklad wspélnego emitera)
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Zalezno$¢ temperaturowa pradu

wstecznego —Icpo = f(tamp)

] — wartos¢ graniczna, 2 — wartosé
srednia
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